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Resumo 

Com a redução da escala de fabricação dos transistores, efeitos da radiação têm ganhado importância no projeto de circuitos integrados. Atualmente, o impacto de uma única partícula carregada em zonas sensíveis do circuito pode causar falhas transientes. O pulso de corrente gerado pela partícula energizada propagado através das portas lógicas do circuito pode provocar falhas transientes do tipo SET (Single Event Transient). Nem sempre uma partícula energizada consegue provocar uma falha no dispositivo. Isto é devido ao chamado mascaramento, que faz com que a incidência de radiação não seja percebida, pois seu efeito é encoberto. Existem três tipos de mascaramentos que impedem que o pulso gerado por um SET se propague pela lógica do circuito e atinja um elemento de memória: mascaramento lógico, elétrico e por janela de amostragem. O objetivo desde trabalho é determinar um mecanismo de injeção de falhas do tipo SET em circuitos combinacionais. Este mecanismo tem por finalidade simular o efeito da radiação nos transistores. Uma das alternativas de implementação é a inserção de fontes de correntes que reproduzam o comportamento do choque da partícula no circuito. Através de simulações elétricas, esse mecanismo permitirá a avaliação dos diferentes tipos de mascaramentos. Com esta informação é possível realizar uma análise de robustez a falhas do tipo SET em circuitos CMOS nanométricos.
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